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产品概述：

RM9001DE 采用自适应 LED 三段分段驱

动机制，可以灵活的设置每段 LED 串，适应

不同地区的市电电压，从而提高 LED 的利

用率和总输出流明数。

RM9001DE 通过优化 LED 驱动电流，可以

有效的提高 PF 和优化 THD。

RM9001DE 具备内置过温调控功能，同时

芯片具备功率补偿功能，在输出电压范围内

波动时输出功率基本不变。

应用领域：

 LED 大功率 LED 照明产品

 LED 投光灯、路灯 、筒灯等

 其它的 LED 照明

典型特点：

 优化 LED 驱动电流达到极低的 THD，满

足认证要求

 具有恒功率补偿功能

 外围电路简单，无需电解电容器和磁性

元件

 多芯片可并联应用

 3 段 LED 灯串可以灵活配置

 LED 电流可外部设定

 具有内置过温调控功能

 采用 ESOP8 封装

 三段应用省 0R 跳线

管脚定义：

RM9001DE

管脚说明：

管脚名称 管脚描述

D1 第一段 LED 驱动

D2 第二段 LED 驱动

D3 第三段 LED 驱动

NC 空脚

CS 芯片 LED 电流采样

CP 功率补偿

GND 接地（底部 PAD 接地）

http://www.reactor-micro.com


三段恒功率低 THD 高压 LED 驱动芯片

RM9001DE 规格书

陕西亚成微电子股份有限公司 RM9001DE_Rev.20.03 http: // www.reactor-micro.com

极限参数：

符号 参数 参数范围

CS、CP 电流采样输入电压 -0.3v to 7V

TJ 工作结温范围 -40℃ to 150℃

Tc 工作温度 -40℃ to 100℃

TSTG 储存温度范围 -55℃ to 150℃

PDMAX 芯片最大功耗 <1.25W

注：极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，

但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条

件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反

映了器件性能。

订购信息：

订购型号 封装形式
包装方式

卷盘尺寸
编带

RM9001DE ESOP8 4000 只/盘 13 寸

电气参数：(无特别说明情况下， TA =25 ℃)

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

IVCC VCC工作电流 VD1=30V 0.1 0.5 mA

VD1 VD1耐压 700 - - V

VD2 VD2耐压 700 - - V

VD3 VD3耐压 700 - - V

VCS CS基准

VD1=30V 0.52*VCP V

VD1=VD2=30V 0.58*VCP V

VD1=VD3=30V 0.69*VCP V

OTP 过温调节点 140 ℃

VCP 低THD 0.5 3.5 V

VCP 恒功率补偿 2.6 V

说明：

1、输出功率可以通过调整 S1 基准或者 CP电压比例。

2、VCP电压大于 2.6V 开始进行功率补偿。
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典型应用：

典型驱动方案

注意：1、PCB 布局过程，尽量保证 CP 的分压电阻靠近芯片，防止出现干扰，影响 EMI 效果

2、LED 灯珠灯压建议在 245V-255V 之间，例如：9V 灯珠使用 28 串，总灯压 252V；

3、灯串比例建议 10:10:8；

4、应用过程中，单颗芯片建议最大功率不超过 12W。

功能框图：
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应用信息：

RM9001DE 是一款高精度高压线性 LED 驱动芯片，在高压线性应用中，可驱动三段高压

LED 串。三段可选择相应配合做多段应用，应用灵活，并且在一定输入电压范围内做功率补偿。

1、低谐波驱动机制：
RM9001DE 在输入电压周期内,电压由低逐渐升高时 LED 串逐段开始导通，且所有导通的

LED 串的电流相等。LED 串被点亮的个数随电压增大而增加，LED 灯压建议在 245V-255V 之间，

LED 电流变化趋势跟随输入电压变化趋势，从而有效降低系统谐波性能。

2、灯珠数量选取：
由于 IC 承担电路中的剩余电压，所以在设计时使 LED 串的电压趋近于 AC 整流后的电压，

这样使整个电路的运行效率达到最佳。建议芯片功耗小于 1.5W，单颗最大功率做 12W。

交流输入电压(Vrms)，单颗 LED 晶粒的正向压降 (V)，正向电流 (mA)。那么设计 LED 晶

粒总数：

N�ul =
（��쳌䁠 × 1.414 − ��）

��
V�：电路中 IC 所承担的电压，此电压越大则 IC 的自身损耗越大。

当输入电压小于 LED 灯珠串的电压时，LED 不能工作。

3、恒流控制功能：
RM9001DE 可以通过外部电阻精确设定驱动 MOS 管的工作电流。每段电流 Ix 等于基准电压

除以限流电阻。

分段 LED 驱动电流计算公式： （Vrefn：第 n 段 LED 电流 n=2,3）

�l� =
�䁠���
��

其中，合理选择三段 LED 灯串的导通电压，有利于提高方案系统性能。在 PCB 布板时，

芯片要有良好的散热环境，底部 PAD 是散热焊盘接 GND。

4、功率补偿：
在三段都导通的情况下，输入电压增大，导通时间 Ton 会越大，为了维持功率相对稳定

不变，当 VCP电压大于 2V 后，VRS参考电压随 CP 引脚的输入电流增大而减小。

1000*63.2
10

 cpcp
2.1

pn 


IVVVCS cl

VCScl补偿后的基准电压(单位：mV）

Vpn是每一段 CS对应 CP的基准电压值(单位：mV）

Icp 恒功率补偿拉的电流值（单位：uA）
Vcp 恒功率补偿拉的电流值（单位：mV）
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5、浪涌设计：

L->N 浪涌保护电路 L，N->PE 浪涌保护电路

RM9001DE 在大功率应用的时候根据不同应用的浪涌要求，可以通过增加多级浪涌防护，

以保证芯片在恶劣应用环境下也可以正常工作，具体应用请见上图（浪涌防护示意图）

交流输入端 FR1（保险电阻），可以根据实际客户要求，决定是否要加，主要目的是安规

需要。

交流输入端串联的抗浪涌保护线绕电阻，如图 FR1,FR2,可以明显改善抗雷击浪涌，阻值

越大，效果越明显，但是电阻越大，功耗也越大。此功耗不能大于整灯功率的 3%,根据输入电

流，以计算，选取合适阻值和功率的抗浪涌保护线绕电阻，并留适当的余量，单级 FR1,FR2

加压敏可以保证 L->N ±2KV。
如果要通过更高要求的浪涌电压，可以采取使用两级或者多级压敏，如:前级(桥前)使用

10D471 两组或者多组，保证后级残压在芯片可承受范围之内，如图 L->N 浪涌保护电路。

大功率投光灯方案，L N->PE 会有±2KV 要求，线对壳体的耐压测试主要考验的是铝基板

的耐压，对铝基板的耐压要求很高，如果要测试 L N->PE，可以增加桥后浪涌防护，如图中虚

线方框中的电路部分 L,N->PE 浪涌保护电路。

在 PCB 设计的时候，在保证电流的情况下尽可能减小负极线宽和覆铜面积，目的是为了

减小板间的电容。线对 PE 浪涌测试的时候，负极对基板间的电容充电会损坏 RM9001DE 芯片，

所以要尽可能减小负极对基板间的电容。

目前测试 50W 方案，使用一级防浪涌参数：

保险电阻 RF1/RF2 使用 10R/2W+压敏电阻 VR1 使用 10D471，可以通过 L N 之间±4KV、L N

对 GND ±2KV。

6、过温调节功能：
为了提高芯片工作可靠性，RM9001DE 设计有内置过温保护功能，芯片内部设定过温调节

温度点为 140℃。 当芯片的温度超过所设温度时，驱动电流会减小以抑制芯片温度进一步升

高。
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RM9001DE 封装信息（ESOP-8）
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